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Kurzdaten:
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Gesamtverlustleistung bei '1.1 £ 25°c Piot = max. 625 oW
€
bei 8. = 25°C Pooe =max. 1,4 W
Sperrschichttemperatur ’J‘ = BAX. 150 ¢

Gleichstromverstirkung
bei Upp = 2V, I, = 20 mA B & 30.000

KEollektor-Emitter-Hestspannung

bei I, = 100 mA, Iy = 100 uA Uop st s 1,0 v
Transit-Fregquenz
bei U., =5V, I. = 10 mA ty = 220 MH:
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Absolute Grenzwerte:

Datasheet

Eollektor-Sperrspannung bei Il = 03 Un‘ 0 = max. 40 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei lI = 0t 'I:Ilﬂ 0 ™ max. n v
Emitter-Sperrspannung bei I, = 01 Uppp = max. 10 V¥
Kollektorsirom: Ic = max. 400 mA
Gesamtverlustleistung bei Il.u E 25%C Pt ¢ = max. 625 =W
< o
bei 8. = 25°C: Piog =max. 1,4 W
Sperrschichttemperaturs &, = max. 150 °¢
Lagerungstemperatur;: I-s = min. =55 °C
"s = max. 150 °
¥irmeviderstands
gwischen Sperrschicht und GehBuses I.“ G s 90 KW
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ry w s 220 K/w
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bei &, = 28°C

Kennwertei v

Kollektor-Reststirom bei Il =0, U

Eollektor-Iurchbruchspannung
bei ]E-O. l': = L0 pA:

Transistor BC517

= 30 Vi

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei IB-U. Icillﬂ.l

Emitter-Durchbruchspannung
bei I, = 0, I_ = 100 mnA:
H E
Eollektor-Emitter-Restspannung
bei IC = 100 mA; ln = 100 pAt

Basisspannung
bei UCE =5V, I
Gleichstromverstirkung

h-iuc!_-zv.lc-znu:

Transit-Frequenz

bei Uy = 5V, I

¢ = 10 mAs

Cc

= 10 mA; t"-l.mm:
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